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Abstract of EP0717370 

A chip-card or 'smart' card module (M) has a non- 
metallic carrier (C) with a contract surface (9) on the 
underside and an IC module (6) mounted on the top. 
Connections (7) are made with contact points on the 
card. The IC module is embedded with a protective 
deposition of synthetic material (1) that is provided by 
a dispenser (5) with a controlled nozzle (5a) and forms 
a dome shaped covering. The card is secured on a 
table (3) during the operation and this has channels 
(1 1) for suction to be applied. The centre of the table is 
cut away (2a) and provides a location for a UV lamp 
(4) used to harden the material. 
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(54) Verfahren zum Verkappen eines Chipkartenmoduls und Vorrichtung zum Durchfuhren des 
Verfahrens 



(57) Bei einern Verfahren zum einseitigen Verkap- 
pen eines Chipkartenmoduls mitflflssiger und hartbarer 
Vergiefimasse wird in zur Kbntaktoberf lache des Chip- 
kartenmoduls durchgangige Offnungen eindringende 
Vergie8masse unter VerschlieBen der Offnungen durch 
Bestrahlen verfestigt und am Austreten an den zur Kon- 
taktoberflache offenen MOndungen der Offnungen 
gehindert. Bei der zum Durchfuhren des Verfahrens vor- 
gesehenen Vorrichtung ist in einer Auflagef lache (10) in 

5 



etwa unterhalb des Verkappungsbereiches eines mit der 
Kontaktoberf lache (9) auf der Auflagef lache (10) positio- 
nierbaren Tragers (C) ein Hohlraum (2, 2a) und wenig- 
stens eine auf den Trager (C) ausrichtbare 
Strahlenquelle (4) vorgesehen, mit der zumindest in die 
Offnungen (L) eingedrungene VergieBmasse durch aus- 
hartende Strahlen verfestigbar ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemaB Oberbe- 
grrff des Patentanspruchs 1 sowie eine Vorrichtung 
gemaB Oberbegriff des Patentanspruchs 7. 

Passive und aklive Chipkarten mit wenigstens 
einem Speicher- und/oder Mikroprozessor-Chip werden 
in zunehmendem MaB verwendet. Ein typisches Beispie! 
ist die sogenannte Telefonkarte. Bei der Herstellung der 
Chipkarte wird ein Chrpkartenmodul gefertigtund in eine 
Vertiefung eines ChipkartenkOrpers eingesetzt und 
darin befestigt. Um einen Datenveriust Oder eine Zerste- 
rung der Chipkarten durch auBere Einflusse zu vermei- 
den, mussen die fertigen Chipkarten strengen 
PrQfungen standhalten. Beispielsweise wird die mecha- 
nische Festigkert durch Biegeversuche mit langsseitigen 
und breitseitigen Auslenkungen und Verdrehungen 
gepruft. Typische Ausfalle sind ein Bruch des Tragers 
des IC-Bausteins, ein Losen des Chipkarten-Moduls aus 
der Verbindung mil dem ChipkartenkGrper oder an 
Bruch des IC-Bausteins. Die mechanische Belastbarkeit 
der Chipkarte wird deshalb unter anderen durch die die 
Verkappung bildende VergieBmasse und die Qualitat 
des Verbindungsbereichs zwischen dem Chipkartenmo- 
dul und der Chipkarte bestimmt. Fur die QualHat des Ver- 
bindungsbereichs ist es wichtig, daB der 
Chipkartenmodul keinesfalls eine vorbestimmte HOchst- 
dicke uberschreitet, damit er mit der Verkappung genau 
in die Vertiefung des ChipkartenkOrpers paBt und ord- 
nungsgemaBfestlegbar ist, ohne mit der Kontaktoberfia- 
che Qber die benachbarte Oberf (ache vorzustehen oder 
dieser gegenuber zuruckzutreten. Die Verkappung muB 
deshalb eine bestimmte Form, eine bestimmte GrGBe 
und eine gute Haftung aufweisen und soil in einer Mas- 
senfertigung gleichbleibender Form und GrOBe herstell- 
bar sein. 

Bei einem aus US 4 962 415, Fig. 6, bekannten Ver- 
fahren werden die auf einem Tragerstreifen aus einer 
Vielzahl miteinander verbundener Trager vorposrtionier- 
ten IC-Bausteine, die Ober die Leitungen mit der Kontakt- 
oberflache verbunden sind, mit jeweils einem Tropfen 
flussiger VergieBmasse abgedeckt Die VergieBmasse 
breitet sich aus und schlieBt die Leitungen, die soge- 
nannten Bondinseln und gegebenenfalls auch den IC- 
Baustein ein. Um eine vorbestimmte Dicke des Moduls 
sicherzustellen, wird die ausgehartete VergieBmasse 
gegebenenfalls nachtraglich spanabhebend bearbeitet. 
Der Trager weist konstruktiv bedingte durchgehende Off- 
nungen (zum Durchkontaktieren) oder herstellungsbe- 
dingte Locher und Poren (aufgrund der Herstellung und 
aufgrund Fehlern bei der Herstellung) auf, in die die Ver- 
gieBmasse im Verkappungsbereich in unkontrollierbarer 
Weise eindringt, und sogar durchlauft. Dies ist in mehr- 
facher Hinsicht ungunstig. Die VergieBmasse wird nam- 
lich in einer vorherbestimmten Dosis aufgebracht, um 
eine bestimmte Form und GrOBe der Verkappung zu 
erzielen. Durch das unkontrollierbare Eindringen und 
gegebenenfalls DurchflieBen der VergieBmasse entste- 
hen von Fall zu Fall urrterschiedlich groBe Oder urtter- 



schiedlich geformte Verkappungen. Ferner besteht die 
Gefahr, daB eigerrtlich einzubettende Komponenten auf 
dem Modul frei bleiben, weil stellenweise zu viel VergieB- 
masse wegiauft. SchieBlich wird die Kontaktoberfiache 
5 durch durchgelaufene VergieBmasse verunreinigt was 
eine nachtragjiche Sauberung erfordert oder zu hohem 
AusschuB fQhrt. Auch wird die Vorrichtung, in der die 
Module verkappt werden, verschmutzt, was den Arbeits- 
attauf beeintrachtigt. 
10 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren der eingangs genannten Art sowie eine Vorrich- 
tung zum Durchfuhren des Verfahrens anzugeben, bei 
denen auf einfache Weise die gewOnschten Abmessun- 
gen der Chipkartenmodule und eine hone Qualitat der 
15 Verkappung erreicht und eine Verschmutzung der Kon- 
taktoberf lache mit VergieBmasse vermieden werden. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB mit 
dem Verfahren gemaB Anspruch 1 sowie mit der Vorrich- 
tung gemaB Anspruch 7 gelOst. 
20 Bei dem Verfahren werden auf kostengQnstige 
Weise die vorbestimmten Abmessungen des Chipkar- 
tenmoduls auch in Massenproduktion nachbearbei- 
tungsfrei eingehalten, qualitativ hochwertige 
Verkappungen gleicher Form und Abmessungen 
25 erzeugt. Eine Verschmutzung der KontaktoberflSche 
sowie der Vorrichtung unterbleibt. weil die VergieBmasse 
gehindert wird, in nicht kontrollierbarer Weise durch die 
Offnungen im Trager wegzuflieBen. Die VergieBmasse 
wird in den Offnungen durch Bestrahlen so weit verfe- 
30 stigt, daB die Offnungen verschlossen werden. Zweck- 
maBig werden mit UV-Licht haribare VergieBmassen 
verwendet weil sie sich fast spontan aktivieren lassen 
und dabei wenig oder (bei Verwendung von Filtern an 
der Strahlenquelie) fast gar keine WSrme im Verbin- 
35 dungsbereich entsteht, was fur den thermoplastischen 
Chipkartenkdrper und den Modul gunstig ist. Beim 
Bestrahlen werden die Offnungen sehr rasch verschlos- 
sen, da fur einen sicheren VerschluB der Offnungen nur 
geringe Vol umina der VergieBmasse bestrahlt zu werden 
40 brauchen. Die Bestrahlung kann von der Kontaktoberf la- 
che Oder von der Verkappungsseite oder auch von bei- 
den Seiten einwirken. Durch das rasche VerschlieBen 
der Offnungen bieibt die dazu notwendige anteifige 
Menge der VergieBmasse weitgehend unabhangig von 
45 der GrOBe und der Anzahl der vorhandenen Offnungen, 
so daB die grundsatzlich gewahlte Gesamtdosis auch 
bei einer Massenfertigung zu gleichen Verkappungen 
fuhrt 

In der Vorrichtung wird beim Verkappen durch eine 
so gezielte Strahlungsbehandlung die in die Offnungen ein- 
dringende oder eingedrungene VergieBmasse verfe- 
stigt, bis die Offnungen verschlossen sind. Mit der 
eingestellten VergieBmassen-Dosis wird die Verkap- 
pung mit der vorbestimmten Form und Gr6Be erstellt. 
55 Eine Verschmutzung der Kontaktoberfiache oder/und 
der Auflagefiache wird vermieden. Es lassen sich bei 
Massenproduktion praktisch identische Verkappungen 
mit hoher Produktionsrate erzeugen, selbst wenn bei 
kurzer Verweildauer jedes Tragers nicht die gesamte 
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VergieBmasse in der Verkappung ausgehartet sein 
sollte. Es laBt sich sehr dunnf lussige und damit rasch 
und exakt verarbeitbare VergieBmasse benutzen, und 
zwar auch fur Trager, die absichtlich oder zufallig groBe 
und/oder viele Offnungen im Verkappungsbereich besit- 
zen. 

Es ist zwar bekannt, Trager mit groBen Offnungen 
durch Abkleben mit Klebeband vorzubehandeln und das 
Klebeband nach dem Ausharten der Verkappung wieder 
zu entfernen. Dies ist jedoch einefur die Massenproduk- 
tion nicht akzeptabte Vorgangsweise. 

Bei der Verfahrensvariante gemaB Anspruch 2 wer- 
den zunachst die Offnungen durch Verfestigen der Ver- 
gieBmasse verschlossen, ehe mit der zweiten Dosis die 
Verkappung in ihrer endgQItige GrOBe und Form 
gebracht wird. Die erste Dosis kann dabei so eingesteltt 
werden, daB entweder nur die Offnungen zuverlassig 
verschlieBbar sind und der Hauptteil der Verkappung mit 
der zweiten Dosis gebildet wird, Oder so, daB mit der 
ersten Dosis bereits der grOBte Teil der Verkappung 
gebildet und mit der zweiten Dosis nur mehr eine Fein- 
abstimmung der GroBe und Form der Verkappung vor- 
genommen wird. 

Bei der Verfahrensvariante gemaB Anspruch 3 wird 
mit der zahf lussigeren VergieBmasse jede Offnung ver- 
siegelt, ehe nachfolgend mit einer dunnf lussigeren Ver- 
guBmasse die gewunschte GroBe und Form der 
Verkappung realisiert wird. 

Besonders zweckmaBig ist gemaB Anspruch 4 eine 
Bestrahlung von der Korrtaktoberf lache des Tragers her, 
weil auf diese Weise dem Ein- und Durchdringen der Ver- 
gieBmasse durch die Offnungen rasch entgegengewirkt 
und die Offnungen zuverlassig verschlossen werden. 

GemaB Anspruch 5 werden Strahlen angewandt 
die fur die jeweils eingesetzte VergieBmasse zum 
raschen Stabiiisieren fuhren und dabei weder den Trager 
noch die elektronischen Kbmponenten gefahrden. 

Eine besonders wichtige Verfahrensvariante geht 
aus Anspruch 6 hervor. Durch die gesteuerte Einstellung 
der Drucke wird auch bei dunnf lussiger VergieBmasse 
der Durchlaufneigung der VergieBmasse durch die Off- 
nung entgegengewirkt. Diese Druckeinstellung ist als 
flankierende MaBnahme zum Bestrahlen wichtig. Sie ist 
aber auch im Hinblick darauf wichtig. daB in dieser Tech- 
nik hauf ig mit Unterdruck gearbeitet wird, urn den Trager 
beim Verkappen zu positionieren, wobei der Unterdruck 
sich bis an die Kontaktoberflache unterhalb des Verkap- 
pungsbereiches fortzupflanzen pflegt und VergieB- 
masse verstarkt durch die Offnungen saugt. Durch 
Herstellen eines Druckgleichgewichts im Verkappungs- 
bereich oder sogar eines Oberdruckes wird dieser Ten- 
denz entgegengewirkt. so daB die Bestrahlung zum 
VerschlieBen der Offnungen in exakt reproduzierbarer 
Weise und unbeeinf luBt von solchen Einf lussen zum Tra- 
gen kommt. 

Bei der Ausfuhrungsform der Vorrichtung gemaB 
Anspruch 8 ergibtsich eine einfache Bauformfurdie Vor- 
richtung, weil die Strahlenquelle unterhalb der Auf lage- 
flache angeordnet ist. AuBerdem wird mit der 



Bestrahlung eine rasche/umindest lokale Verfestigung 
der VergieBmasse erreicht, was zu kurzen Taktzeiten 
fuhrt Eine Verschmutzung der Kontaktoberflache oder 
der Auflagef lache durch durchdringende VergieBmasse 
5 ist praktisch ausgeschlossen. 

Die gemaB Anspruch 9 verwendeten Strahlenquel- 
len arbeiten mit vertretbarem Energieaufwand und 
gefahrden den Trager und die elektronischen Kompo- 
nenten nicht. 

w GemaB Anspruch 10 wird uber den BelGftungsan- 
schluB entweder der Umgebungsdruck an der Kontakt- 
oberflache eingestellt. was bei Unterdruck- 
Niederhaltevorrichtungen zweckmaBig ist, in denen sich 
der Unterdruck ansonsten bis unterhalb des Verkap- 

15 pungsbereiches fbrtpflanzen kOnnte, oder sogar ein 
Oberdruck erzeugt, der das Durchlaufen der VergieB- 
masse verhindert oder die VergieBmasse zuruckdruckt. 

Insbesondere bei Verwendung eines Uberdrucks ist 
die Ausfuhrungsform gemaB Anspruch 1 1 zweckmaBig, 

20 weil sich in dem verschlossenen Hohlraum mtt geringem 
Energieaufwand eine gleichbleibende DruckhOhe ein- 
stellen laBt 

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Anspruch 12 wird 
eine prazise Positionierung des Tragers beim Verkappen 

25 gewahrleistet. Selbst wenn die Saugkanale permanent 
mit Unterdruck beaufschlagt werden, ist die Kontakt- 
oberflache unterhalb des Verkappungsbereiches durch 
den bewuBt eingesteuerten Druckausgleich oder den 
Oberdruck von storenden EinflQssen des Unterdrucks 

30 der Niederhaltevorrichtung freigestellt. 

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Anspruch 13 wird 
uber die Dosiersteuervorrichtung zunachst nur eine 
Dosis VergieBmasse abgegegeben, mit der die Offnun- 
gen verschlossen werden. Die endgQItige Form und 

35 GroBe der Verkappung wird mit der zweiten Dosis her- 
gestellt. Es ergeben sich auf diese Weise prazis repro- 
duzierbare Verkappungen in gleicher Form und GrOBe. 

Bei der alternativen Ausfuhrungsform gemaB 
Anspruch 14 werden die beiden Dosen von getrennten 

40 Dosierventilen abgegeben. Dabei ist es gemaB 
Anspruch 15 zweckmaBig, zum VerschlieBen der Off- 
nungen eine zahf lussigere VergieBmasse oder eine Ver- 
gieBmasse aufzubringen, die zum raschen und 
zuveriassigen VerschlieBen der Offnungen eingestellt 

45 ist, wahrend die zwette VergieBmasse so eingestellt sein 
kann, daB sich mit ihr die elektronischen Komponenten 
in der gewunschten Weise einbetten lassen und eine 
ideale Form und GrOBe der Verkappung erhalten wird. 
Anhand der Zeichnung werden Ausf uhrungsformen 

so des Erfindungsgegenstandes eriautert. In Fig. 1 istsche- 
matisch in einer Teilschnittansicht eine Vorrichtung zum 
Verkappen eines Chipkartenmoduls dargestellt, wobei 
strichliert Detailvarianten angedeutet sind. 

Ein zu verkappender Chipkarten-Modul M ist Teil 

55 eines Streifens aus mehreren Chipkartenmodulen. Der 
Modul M besteht aus einem ebenen Trager C, vorzugs- 
weise aus nichtmetallischem Werkstoff, der an seiner in 
Fig. 1 nach unten weisenden Kontaktoberflache 9 nicht 
naher dargestellte, voneinander getrennte Kontaktzo- 
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nen aufweist. Auf der Oberseite des Tragers C, gegebe- 
nenfalls im Bereich eines Fensters, ist ein IC-Baustein 6 
angeordnet, der uber Leitungen 7 entweder direkt 
(Durchkontaktierung) mit der Kontaktoberfiache 9 und 
den dortigen Kontaktzonen verbunden ist, oder mit an 5 
der Verkappungsseite angeordneten Kbntaktbereichen, 
die mit den Kontaktzonen eiektrisch leitend verbunden 
sind (nicht gezeigt). Auf dem Modul M wird eine Verkap- 
pung 1 einer bestimmten Form und GroBe gebildet, die 
bei der gezeigten Ausfuhrungsform die Form einer H 
gerundeten Kuppe 8 hat, die den !C-Baustein und die 
Leitungen sowie die verkappungsseitigen Kontaktberei- 
che einbettet und an der Verkappungsseite am Trager C 
hafteL Die Verkappung wird aus einer VergieBmasse. 
zweckmaBigerweise einer strahlungshartbaren Harz- 1S 
masse, gebilet, die mit einer Dosiervorrichtung 5 aufge- 
tragen wird. 

Die Vorrichtung zum Verkappen weist einen Tisch T 
auf, der eine ebene Auflagefiache 10 definiert, auf der 
der Modul in vorbestimmter Position lagegesichert wird, 20 
und zwar mittels einer Niederhartevorrichtung N. Die Nie- 
derhaltevorrichtung N weist bei der gezeigten Ausfuh- 
rungsform mechanische, auf- und abbewegbare 
Niederhatter 12 sowie AnsaugkanSIe 1 1 im Tisch T auf, 
mit deren Hilfe der aus mehreren Modulen bestehende 25 
Streifen und der zu verkappende Modul M an die Aufla- 
gefiache 10 gesaugt und lagegesichert wird. Die 
Ansaugkanale 1 1 sind an eine nicht dargestellte Unter- 
druckqueile angeschlossen und kOnnen taktweise 
beaufschlagt werden. Es ist denkbar, entweder nur die 30 
Niederhalter 12 oder nur die Ansaugkanale 1 1 vorzuse- 
hen. 

Unterhalb des Verkappungsbereiches des Moduls 
M ist im Tisch ein Hohlraum 2, 2a vorgesehen. Ein oben- 
liegender Hohlraumteil 2 ist als f lache Vertief ung ausge- 35 
bildet, deren UmriB einen exakt definierten 
Ansaugbereich fur den Modul begrenzt. Der Hohlraum- 
teil 2 stent mit einem Weineren und nach unten durchge- 
henden Hohlraumteil 2a in Verbindung, in dem oder 
unterhalb dessen eine Strahlenquelle 4, z.B. ein UV- 40 
Strahler, angeordnet ist, die mit Strahlen 4a die Kontakt- 
oberfiache 9 unterhalb des Verkappungsbereiches 
beaufschlagt, sobatd der Modul M auf die Auflagefiache 
10 aufgesetzt ist An den Hohlraum 2, 2a sind Beluf- 
tungskanaie 3 angeschlossen, die entweder zum Druck- <s 
ausgleich eine Verbindung mit der AuBenumgebung 
herstellen oder (strichpunktiert angedeutet) an eine 
Druckquelle Q angeschlossen sind, urn an der Kontakt- 
oberfiache 9 einen exakt vorherbestimmten Uberdruck 
zu erzeugen. 50 

Der Trager C weist zur Kontaktoberfiache 9 durch- 
gangige Offnungen L auf, die entweder konstruktionsbe- 
dingt (fur Durchkontaktierungen) oder 
herstellungsbedingt (Poren, Locher oder Durchbruche) 
vorhanden sind. Die Offnungen L kfinnen unterschiedli- 55 
che Form, GrOBe und eine wahlweise Verteilung haben. 

Die Dosiervorrichtung 5 ist in Fig. 1 ein taktweise zu 
offnendes Dosierventil 5a, das an eine schematisch 
angedeutete Dosiersteuervorrichtung 13 angeschlos- 



sen und mit dieser so betatigbar ist, daB fur jede Verkap- 
pung eine bestimmte Dosis der VergieBmasse 
abgegeben wird. Die VergieBmasse kommt aus einem 
Speicher 14 und liegt in flussiger Form vor. Das Dosier- 
ventil 5a ist (wie durch Pfeile angedeutet) in beliebigen 
Richtungen verstellbar, um ale VergieBmasse in freiem 
VerguB im Verkappungsbereich aufzutragen, um den IC- 
Baustein 6 und die Leitungen 7 einzubetten und eine 
bestimmte Hone der Verkappung leinzustellen. Beim 
Aufbringen der flussigen VergieBmasse dringt diese 
auch in die Offnungen L ein. Durch die Bestrahlung wird 
die eindringende VergieBmasse jedoch verfestigt und 
werden die Offnungen so rasch verschlossen, daB keine 
VergieBmasse uber die Kontaktoberfiache 9 nach unten 
vordringt oder unkontrolliert durchlauft. Der Tendenz der 
VergieBmasse, durch die Offnungen L unter Schwer- 
krafteinfluB oder durch Kapillarwirkung durchzulaufen, 
wird ferner durch den an der Kontaktoberfiache 9 einge- 
stellten Druck (Druckgleichgewicht mit der AuBenumge- 
bung oder Uberdruck) entgegengewirkt. Es kann dabei 
so vorgegangen werden, daB die VergieBmasse bereits 
an der oberen Mundung jeder Offnung L stabilisiert wird, 
oder nur ein wenig in die Offnung L einzutreten vermag 
oder unmittelbar vor dem Austreten an der unteren Mun- 
dung verfestigt wird. 

Die Strahlenquelle 4 konnte auch an der Verkap- 
pungsseite vorgesehen werden. Denkbar ist es ferner, 
sowohl unterhalb der Auflagefiache 1 0 als auch oberhalb 
des Verkappungsbereiches wenigstens eine Strahlen- 
quelle vorzusehen. Ferner konnte im Verkappungsbe- 
reich oberhalb des Tragers C ein Unterdruck aufgebaut 
werden, um der Durchlaufneigung der VergieBmasse 
entgegenzuwirken. 

Verschiedene Verfahrensvarianten sind moglich. 
Die Dosis an VergieBmasse konnte in einem Zug aufge- 
bracht werden, wobei die in die Offnungen L eindrin- 
gende VergieBmasse gleich verfestigt wird. Die 
Verkappung 1 wird dann an anderer Stelle in ublicher 
Weise ausgehartet. Alternativ ist es moglich, zunachst 
nur eine erste Dosis der VergieBmasse aufzubringen, 
und die Offnungen L durch Bestrahlen zu verschlieBen, 
und dann erst eine zweite Dosis VergieBmasse aufzu- 
bringen, um die endgultige Form der Verkappung herzu- 
stellen. Dabei konnte die ersten Dosis relativ klein sein, 
um nur die Offnungen zu verschlieBen. Es ist aber auch 
denkbar, die erste Dosis bereits so reichiich zu wahlen, 
daB eine Rohverkappung entsteht. deren endgultige 
Form durch die zweite Dosis realisiert wird. Weiterhin ist 
es moglich, zwei Dosierventile 5a, 5b zu benutzen und 
diese aus VergieBmassen-Speichern zu speisen, die 
unterschiedliche VergieBmassen enthalten. Zum Ver- 
schlieBen der Offnungen L kann eine zahflussigere und 
leicht aushartende VergieBmasse benutzt werden, wah- 
rend fur die zweite Dosis eine dunnflussigere VergieB- 
masse benutzt wird, die eine exakte Steuerung der Form 
und GrOBe der endgultigen Verkappung ermOglicht. 
Auch die umgekehrte Vorgangsweise ist denkbar, nam- 
lich zunachst zum VerschlieBen der Offnungen die sehr 
flussige VergieBmasse einzusetzen und dann mit der 
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zweiten Dosis eine zahflussige VergieBmasse aufzu- 
bringen. 

Zur Herstellung einer Verkappung Ia8t sich eine 
Taklzeit realisieren, die zwischen einem Bruchteil einer 
Sekunde bis zu mehreren Sekunden dauert Die endgul- s 
tige Aushartung der Verkappung kann dann uber langere 
Zeit an anderer Stelle durchgef uhrt werden . Um eine ein- 
wandfreie Abdichtung zwischen den Ansaugkanalen 1 1 
und den Beluftungskanalen 3 zu erreichen, und auch um 
den Modul sicher haiten zu kOnnen, kann die Auflagef Id- io 
che 10 mit einer abdichtenden Oberfiachenschicht ver- 
sehen sein, die gleichzeitig eine schonende Behandlung 
der empfindlichen Kontaktoberflache 9 garantiert, z.B 
eine Kunststofibeschichtung oderdgl. 

Wie bereits erwahnt wurde. kann die Verkappung in rs 
einem Schrrtt Oder in mehr als einem Schrrtt aufgebaut 
werden, wobei jeweils die in die Offnungen eindringende 
VergieBmasse so rasch verfestigt wird, daB die Offnun- 
gen L verschlossen werden und keine VergieBmasse 
nach unten durchlauft. Durch das Bestrahlen mit Oder 20 
ohne Drucksteuerung wird die eingestellte Dosis der 
VergieBmasse auch bei Massenproduktion zum Auf- 
bauen der Verkappung mit genau der vorbestimmten 
GrOBe und Form verwendet, da keine VergieBmasse 
unkontrolliert verloren geht. Beim mehrstufigen Ausbil- 25 
den der Verkappung wird eine besonders hohe Prazision 
der Verkappung erreicht, insbesondere wenn dazu Ver- 
gieBmassen mit unterschiedlichen Einstellungen 
benutzt werden .Als zusatzlich wunschenswerter Effekt 
ergibt sich eine sehr wirkungsvolle formschlussige Ver- 30 
zahnung der Verkappung mit dem Trager C. weil die nur 
gesteuert in die Offnungen eingedrungene VergieB- 
masse darin verankert wird. Dies erhOht den Widerstand 
der Verkappung gegen AblOsen vom Trager in den bei 
Biegebelastungen kritischen Randbereichen der Ver- 35 
kappung. 

ZweckmaBigerwase werden VergieBmassen mit 
einer Dichte bis zu 1 ,5 g/cm^ fur Verkappungen mit gerin- 
ger HGhe benutzt. Bei heheren Verkappungen und Tra- 
gern mit Offnungen und groBen Durchmessern sind 40 
hingegen VergieBmassen mit Dichten > 1,5 g/cm3 
zweckmaBig. Die Viskositat solrte grOBer als 4000 mPas 
sein, zweckmaBigerweise zwischen 10000 bis 30000 
mPas liegen. 

45 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum einseitigen Verkappen eines Chip- 
kartenmoduls mit bei dosierter Aufbringung flussi- 
ger und hartbarer VergieBmasse, wobei der so 
Chipkartenmodul eine Kontaktoberflache, wenig- 
stens einen IC-Baustein und den IC-Baustein mit 
der Kontaktoberflache verbindende Leitungen 
sowie im Verkappungsbereich zur Kontaktoberfla- 
che durchgangige, konstruktionsbedingt absichtlich 55 
vorgesehene und/oder herstellungsbedingt zufallig 
vorgesehene Offnungen aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in die Offnungen eindringende. flus- 
sige VergieBmasse unter VerschlieBen der 



Offnungen durch Bestrahlen verfestigt und am Aus- 
treten aus den zur Kontaktoberflache offenen Mun- 
dungen der Offnungen gehindert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB zum VerschlieBen der Offnungen eine erste 
Dosis VergieBmasse aufgebracht wird, und daB 
nach dem oder beim VerschlieBen der Offnungen 
wenigstens eine zweite Dosis VergieBmasse aufge- 
bracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB mit der einen Dosis zahf lussigere VergieB- 
masse aufgebracht wird als mit der anderen Dosis. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB in die Offnungen ein- 
dringende VergieBmasse von der Seite der Kontakt- 
oberflache des Tragers her bestrahlt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB mit UV-Strahien einer 
auf das Polymerisationsverhalten der VergieB- 
masse abgestimmten WellenlSnge bestrahlt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB beim Verfahren der in 
die Offnungen eindringenden VergieBmasse der an 
der Kontaktoberflache herrschende Druck und der 
an der Verkappungsseite herrschende Druck derart 
eingestellt werden, daB sich entweder ein Druck- 
gleichgewicht oder an der Kontaktoberflache ein 
Oberdruck ergibt. 

7. Vorrichtung zum einseitigen Verkappen von Chip- 
kartenmodulen mit einer bei der Aufbringung flussi- 
gen und hartbaren VergieBmasse. wobei jeder 
Chipkartenmodul einen ebenen Trager mit einer 
Kontaktoberflache, wenigstens einem IC-Baustein 
und den IC-Baustein mit der Kontaktoberflache ver- 
bindende Leitungen aufweist und im Verkappungs- 
bereich zur Kontaktoberflache durchgangige, 
konstruktionsbedingt absichtlich vorgesehene 
und/oder herstellungsbedingt zufallig vorgesehene 
Offnungen besitzt, mit einer Auf lagef lache zum posi- 
tionierten Lagesichern des Tragers und mit wenig- 
stens einer Dosiervorrichtung zum Aufbringen von 
VergieBmasse auf den Verkappungsbereich, 
dadurch gekennzeichnet, daB in der Auflagefiache 
(10) in etwa unterhalb des Verkappungsbereiches 
eines mit der Kontaktoberflache (9) auf der Auflage- 
fiache (10) positionierbaren Tragers (C) ein Hohl- 
raum (2, 2a) vorgesehen ist, und daB wenigstens 
eine auf den Trager (C) ausrichtbare Strahlenquelle 
(4) vorgesehen ist, mit der zumindest die in die Off- 
nungen (L) eingedrungene VergieBmasse aushar- 
tende Strahlen (4a) erzeugbar sind. 
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8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Strahienquelle (4) unterhalb der 
Auflageflache (10) positioniert und im Hohlraum (2, 
2a) auf den Trager (C) ausgerichtet ist. 

5 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine UV-Lichtquelle, im oder angren- 
zend an den Hohlraum (2, 2a), vorgesehen ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- io 
zeichnet, daB der Hohlraum (2, 2a) flber wenigstens 
einen Beluftungskanal (3) mit der Umgebungsluft 
Oder mit einer Druckquelle (Q) verbunden ist 

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 10, is 
dadurch gekennzeichnet, daB der Hohlraum (2, 2a) 
der Kontaktoberflache (9) abgewandt verschlossen 

ist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 11, 20 
dadurch gekennzeichnet, daB eine NiederhaJtevor- 
richtung (N) fur den Trager (C) vorgesehen ist, die 
von oben absenkbare Niederhalter (12) oder/und 
auBerhalb des Hohlraums (2, 2a) zur Auflageflache 
(10)fuhrendeSaugkanale(11)aufweist. 25 

13. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB wenigstens ein Dosierventil (5a t 5b) 
fur flussige VergieBmasse oberhalb der Auflagefla- 
che (10) vorgesehen ist, das mit einer Dosiersteu- 30 
ervorrichtung (13) zum jeweils 
aufeinanderfolgenden Abgeben einer ersten Dosis 
und einer zweiten Dosis in Verbindung stent. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB ein erstes Dosierventil (5a) fur jeweils 
eine erste Dosis und ein zweites Dosierventil (5b) 

fur jeweils eine zweite Dosis an VergieBmasse vor- 
gesehen sind. 

40 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten und zweiten Dosierventile 
(5a, 5b) aus ersten und zweiten VergieBmasse- 
Speichern (14) speisbar sind, und daB die beiden 
Speicher VergieBmassen mit unterschiedlichen Ein- 45 
stellungen und/oder Viskositaten und/oder Har- 
tungseigenschaften enthalten. 
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